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Suma punktow: ...................
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Ocena z przeprowadzonego ¢wiczenia:

Podpis nauczyciela:

Badanie tranzystorow unipolarnych:

- BF245 JFET;

-2N7000 MOSFET.

Celem ¢wiczenia jest poznanie podstawowych wiasnosci i charakterystyk tranzystorow

unipolarnych.
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1.0. Zestawienie przyrzadow pomiarowych.

- Model do pomiaru ( tranzystor i dwa rezystory) parametréw tranzystora unipolarnego
BF245 1 2N700;

- Zasilacz regulowany szt. 2;

- Woltomierz lub miernik uniwersalny szt. 2;

- Miliamperomierz lub mierniki uniwersalny z odpowiednim zakresem szt. 1.

2.0. Wyznaczanie statycznej charakterystyki przejSciowej tranzystora
BF245 Ip,=1(Ug) dla Ups = const.

2.1. Wyznaczanie charakterystyki dokonujemy zgodnie z ponizszym schematem.
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R; =100 kom; R, =470 om.

Rys. 1 Schemat uktadu pomiarowego do badania tranzystora unipolarnego w uktadzie WS
(wspolnego zrodta).

2.2. Wyniki pomiaréw notujemy w tabeli 1.
Uwaga! Wykorzysta¢ wyniki z pomiaru — Tab.2

Tabela 1a
Napiecie Up =2V
Ug[V] [ 0.0
Ip [mA]
Tabela 1b
Napiecie Up =10V
Ug [V] 0
ID [mA]
UWAGA!

Charakterystyki prosze wykonac¢ na jednym wspolnym wykresie na papierze
milimetrowym dla obu tabelek.



3.0. Wyznaczanie charakterystyki wyjsciowej Ip= f( Ups) w uktadzie WS
(wspolnego zrodta) dla Ug = const.

3.1. Wyznaczanie charakterystyk dokonujemy zgodnie ze schematem jak w
punkcie 2.

3.2. Wyniki pomiarow notujemy zgodnie z Tabela 2.

Tabela 2
Ups[V]] 01 ] 0210407 ]10]15]20]30]50]10] 15
Us=00V
Ip [mA] | | | | | | | | | |
Ug=-05V
Ip [mA] | | | | | | | | | |
Ug=-10V
Ip [mA] | | | | | | | | | |
Us=-15V
Ip [mA] | | | | | | | | | |
Ug=-20V
Ip [mA] | | | | | | | | | |
Ug=-25V
Ip [mA] | | | | | | | | | |




UWAGA!
Charakterystyki prosze wykonac¢ na jednym wspolnym wykresie dla wszystkich
wynikow z tabeli 2.

4.0 Wyznaczanie charakterystyk tranzystora MOSFET 2N7000.

Uwaga! Tranzystor 2N7000 jest instalowany w miejsce tranzystora T1 (BC547).

Wobec powyzszego B — staje sie¢ G - bramka; C- kolektor staje si¢ D — drenem:;
E — emiter staje si¢ S zrodtem.

4.1 Wyznaczanie charakterystyki wyjsciowej Ip=f( Ups) w ukladzie WS
(wspolnego zrodla) dla Ug = const.

Wyznaczanie charakterystyki dokonujemy zgodnie z ponizszym schematem.

In=1(Ug) dla Ups = const.
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R; =100 kom; R; =470 om.

Rys. 2 Schemat uktadu pomiarowego do badania tranzystora unipolarnego w uktadzie WS
(wspdlnego zrodta).



4.2 Wyniki pomiarow notujemy w tabeli 3.

Uwaga! Poniewaz jest to tranzystor MOSFET typu N wzbogacany, jego napi¢ci bramki G nie

jest state i zalez od wielu czynnikéw. Dlatego nalezy najpierw wyznaczy¢ warto$¢ napigcia
Ug przy ktérym tranzystor zaczyna przewodzi¢ przy napieciu Ups = 5 V. Zwiekszajac

napiecie Ug od zera az zacznie ptynaé prad drenu o wartoSci ponizej 0,5 mA. Pierwsza
wartoscig Ug wybieramy mniejszg od powyzszej ustawiona z jedna cyfra po przecinku (np.
2.1 V). Kolejne wartosci Ug wybieramy wigeksze 0 0.1 V.

Tab. 3

Ups[V]][ 0102 0407 1,0]15]20][30]50]10] 15
UG: ....... V

Ip [mA] | | | | | | | | | |
UG_ ....... V

Ip [mA] | | | | | | | | | |
UG: ....... V

Ip [mA] | | | | | | | | | |
UG_ ....... V

Ip [mA] | | | | | | | | | |
UG_ ....... V

Ip [mA] | | | | | | | | | |
UG= ....... \Y%

Ip [mA] | | | | | | | | | |
UG: ....... V

Ip [mA] | | | | | | | | | |
UG_ ....... V

Ip [mA] | | | | | | | | | |

5.0 Wyznaczanie statycznej charakterystyki przejsciowej tranzystora
2N7000 Ip=f(Ug) dla Ups = const.

UWAGA. Nie dokonujemy nowych pomiaréw, tylko przepisujemy z tabeli Tab 3 dla
napie¢¢ Ups odpowiednio 2110 V.

Tabela 4a
Napiecie Up =2V
Ug [V]
Ip [mA]
Tabela 4b
Napigcie Up =10V
Ug [V]
ID [mA]
UWAGA!

Charakterystyki prosz¢ wykona¢ na jednym wspdélnym wykresie dla obu tabelek.



6.0 Zadania do wykonania:
W przypadku braku wskazanego pomiaru w opracowaniu nalezy wybra¢ najblizszy
punk pomiarowy zmierzony!

do kazdej tabelki nalezy narysowac¢ wykres(y) uwzgledniajac dotaczone uwagi;

na charakterystyce przej$ciowej tranzystora BF245 dla Ups= 10V i —Ug = -0.8V nalezy
wyznaczy¢ transkonduktancj¢ tranzystora i wyjasni¢ role tego parametru;

na charakterystyce wyj$ciowej tranzystora BF245 nalezy zaznaczy¢ obszar pracy liniowe;j
(triodowej) 1 nasycenia oraz rezystancje wyjsciowa dla Ups =5V i Ug =-1,0V;

we wnioskach nalezy wykaza¢ wlasno$ci wzmacniajgce tranzystora i zapisaé typowe i
maksymalne wartosci charakteryzujace tranzystor BF245 oraz 2N7000 ( z katalogu).
narysowac¢ symbole tranzystora JFET typu N i P oraz MOSFET zubozany typ NiP i
wzbogacany typ N i P i zapisa¢ nazwy poszczegélnych wyprowadzen oraz ich skroty.
przerysowac schematy uktadow pomiarowych zwracajac uwage na na przyrzady
pomiarowe stosowane w tym uktadzie oraz polaryzacje podtaczonych zasilaczy.

Prosze podaé przykladowe zastosowania poszczegdlnych tranzystorow.
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